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压器件（STI-LDMOS 和 SJMOS），并将其应用于相应的电路当中。 
鉴于标准 BCD 工艺和标准 DMOS 工艺具有良好的工艺能力,因此本文分别




基础上，分别引入 STI 技术替代 LOCOS 技术对 LDMOS 进行重新设计和使用
超结结构对 VDMOS 进行结构优化，并结合 SILVACO 软件对这两种器件进行
工艺器件参数优化。为得到电路设计所需的器件电气参数，本文还应用
BsimProPlus 软件对所设计的高压 MOS 器件进行参数提取。 
本论文工作主要的创新点体现在以下几个方面： 
（1）在 LDMOS 器件设计方面，使用 STI 技术来取代 LOCOS 技术，降低
LDMOS 的比导通电阻，提高了芯片的功率密度; 
（2）在 SJMOS 器件设计方面，对器件版图和器件退火时间的重新设计，
减少了 SJMOS 掩模版的数量，降低了 SJMOS 工艺生产成本; 
（3）在器件参数提取方面，应用现有的 BsimProPlus 软件和 HVMOS 模型

































As an important part of Power Integrate Circuit(PIC), High-voltage 
MOSFETS’performance and reliability is directly related to the quality of PIC 
circuits. So developingHigh Voltage MOSFETS with optimized performace and 
reliability has significant for integrate circuit application.The main job in this thesis 
is to design two type of HighvoltageMOSFETS and put them into circuits design. 
The standard processes of both BCD and DMOS have nice optimized 
performances in fabricating MOSFETS.In that case, proposed High Voltage 
MOSFETS in these processes could not only have better performance in electrical 
character, but also reduce the research cycle. However, those devices have some 
defects: extremely large chip area and low driver capability. After researching the 
principle of semiconductor physics and constructions of MOSFETS, two 
improvements were made: (1) Replacing the LOCOS technology with STI 
technology in fabricating LDMOS;(2) Optimizing structure of VDMOS by inducing 
Super-junction technology. Both the devices were optimized by TCAD 
software.Moreover, for convenience of designing integrated circuit, SPICE models 
of STI-LDMOS was extracted by BsimProPlus.  
The maininnovation issuesin this thesis are as follows:  
(1) For the LDMOS, STI technology was induced into fabricate process so as 
to reduce the resistance-on Ron and enhance the power density; 
(2) For the SJMOS, the layout and anneal time wasrevised to reduce the 
number of masks and cut the production cost;  
(3) In the field of parameters extraction, the SPICE parameters of STI-LDMOS 
are extracted. It will simplify the flow of circuit design and improve the accuracy of 
simulation. 
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和电机驱动等领域[1][2]，其中以 LED 照明显示驱动电路 为明显。现代高压
MOS 器件代表着功率器件的一个重要方向，它不仅可做为分立器件使耐压值
达到 400V 以上，而且可以利用高低压兼容的 BCD 工艺在同一片芯片上实现




品率；电子工程师所急需的 MOS 器件 SPICE 参数往往需要通过复杂的模型和
参数提取方式才能获得。 
针对此情况，本文主要做了三个工作： 
（1）本文基于 0.6um BCD 工艺，引入 STI 技术取代 LOCOS 技术，优化
设计了一款 40V STI-LDMOS,其比导通电阻相对于原 LDMOS 下降了 66.12%； 
（2）本文基于标准 DMOS 工艺，引入超结结构，并利用版图优化减少了




1.2 高压 MOS 器件的基本类型 





















硼和磷的热扩散速度差做 P-BODY 并形成 2um 左右的沟道（在低频领域不用
沟道调节），其沟道浓度不均匀，阈值电压对沟道长度较敏感。其次利用低浓
度的外延结作为器件的漂移区，当栅电压关断而漏电压增加时，耐压部分为
外延漂移区与 PBODY 和低浓度衬底形成的耗尽结。1976 年 M.J.Declerq 和
J.D.Plummer[8]做出了第一个耐高压，大电流的 LDMOS。1979 年 J.A.Appels 等
人提出了 RESURF 技术[9][10-11]，它实现在薄外延层上制作高压器件，并明显降




图 1.1 NLDMOSFET 结构 
 
纵向双扩散 MOS（Vertical Double-diffused MOS,VDMOS）如图 1.2 所示，
其通过 PBODY 和 N+源区的扩散距离差来决定沟道长短，源极电流穿过水平沟
道（栅极在 N-外延层上形成了积累层）到达漏极，耐压值高达上千伏。为了满




















图 1.3 平面 VDMOS 模型 
 
1.3 器件设计与参数提取的技术 



































                         (1.1) 
飞利浦的 D.J.Coe 在 1988 年首先提出在横向的 LDMOS 中交替使用 PN 结
来代替传统的 N 型外延漂移区。中国电子科技大学的陈星弼在 1993 年提出在
VDMOS 中采用交替的 PN 结来代替传统的 N 型外延漂移区。而超结理论（Super 




                          （1.2） 
本文通过 Silvaco 软件对 SJMOS（Super Junction MOS，超结 MOS 管）的
各种参数进行研究，从而优化设计出一款耐压值为 412V 和比导通电阻为
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